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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Integrierte Schaltungsvorrichtung, die selbstjustierte Kontakte mit einer erhohten Ausrichtungsgrenze 
aufweisen, und Verfahren zur Herstellung derselben 

® Eine integrierte Schaltungsvorrichtung, beispielsweise 
eine Speichervorrichtung, enthalt ein Substrat und in 
dem Substrat eine Vielzahl von Reihen aus aktiven Berei- 
chen, wobei die aktiven Bereiche in einem gestaffelten 
Muster derart angeordnet sind, dafc aktive Bereiche einer 
ersten Reihe mit Abschnitten eines Isolationsbereichs, 
der aktive Bereiche von der benachbarten zweiten aktiven 
Reihe trennt, ausgerichtet sind. Source- und Drainberei- 
che sind in den aktiven Bereichen und sind derart ange- 
ordnet, dalS jeder Bereich einen Drainbereich aufweist, 
der zwischen zwei Sourcebereichen liegt. Eine Vielzahl 
von Wortleitungsstrukturen sind auf dem Substrat und 
quer zu den Reihen von aktiven Bereichen derart ange- 
ordnet, dafc die Wortleitungsstrukturen die aktiven Berei- 
• che zwischen den Sourcebereichen und den Drainberei- 
i chen kreuzen. Jeweilige Reihen von Leitungspads liegen 
» zwischen jeweiligen benachbarten Wortleitungsstruktu- 
ren, einschliefclich erster Leitungspads auf den Sourcebe- 
reichen, zweiter Leitungspads auf den Drainbereichen 
und dritter Leitungspads auf die aktiven Bereiche tren- 
nenden Isolationsbereiche. Eine Vielzahl von Bitleitungs- 
strukturensind auf dem Substrat und erstrecken sich quer 
zu den Wortleitungsstrukturen und konktaktieren die 
zweiten Leitungspads. Geeignete Herstellungsverfahren 
werden ebenso beschrieben. 
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Beschreibung 

Zugrunde liegende Anmeldung 

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Prioritat der ko- 5 
reanischen Patentanmeldungen Nr. 2001-29731, eingereicht 
am 29. Mai 2001, deren Inhalt in seiner Gesamtheit im Fol- 
genden durch Bezugnahme mit offenbart wird. 

Gebiet der Erfindung 10 

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft integrierte 
Schaltungsvorrichtungen und Verfahren zur Herstellung 
derselben, und insbesondere integrierte Schaltungen, wie 
beispielsweise integrierte Schaltungsspeichervorrichtungen 15 
mit selbsjustierenden Kontaktflecken (self-aligned contact 
pads bzw. SAC-pads) und Verfahren zur Herstellung dersel- 
ben. 

[0003] Da Speichcrvorrichtungen zum Betrieb mit hohe- 
ren Geschwindigkeiten und einer groSeren Speicherkapazi- 20 
tat entworfen werden, hat sich die Integrationsdichte der in- 
tegrierten Schaltungsspeichervorrichtungen allgemein er- 
hoht. Da beispielsweise die Integrationsdichte von dynami- 
schen Schreib-Lese-Speichern (DRAMs) auf mehr als ein 
Gigabyte angestiegen ist, hat sich die Entwurfsregel auf 25 
0,18 urn und darunter erniedrigt. Horizontale Lucken zwi- 
schen den einzelnen Vorrichtungen, vertikale Lucken zwi- 
schen den Schichten und false hjustierte Grenzen sind typi- 
scherweise proportional zu der Verringerung der Entwurfs- 
regel (Design Rule) verringert worden. Dementsprechend 30 
konnen Defekte, wie beispielsweise eine schlechte Kontakt- 
fullung oder eine Fehlausrichtung auftreten. 
[0004] Eine herkommliche integrierte Schaltungsspei- 
chervorrichtung, die ein selbstjustierendes Kontaktverfah- 
ren verwendet, wird im Folgenden unter Bezugnahme auf 35 
die Fig. 1 und 2 beschrieben. GemaB Fig. 1 und 2 wird auf 
einem Halbleitersubstrat 10 eine Isolationsschicht 12 ausge- 
bildet, wodurch aktive Bereiche 11 bestimmt werden. Rand- 
schaltungsbereiche (nicht gezeigt) und Kernbereiche (nicht 
gezeigt) konnen ebenso durch die Isolationsschicht 12 be- 40 
stimuli werden. Als nachstes wird eine Gatc-Isolations- 
schicht 13, eine Gate-Leitungsschicht 14 und eine Abdeck- 
schicht 15 aufeinanderfolgend auf dem Halbleitersubstrat 10 
abgeschieden. Vorbestimmte Abschnitte der Abdeckungs- 
schicht 15 und der Gate-Leitungsschicht 14 werden gemu- 45 
stert bzw. markiert. Spacers 16 werden an den Scitenwanden 
der verbleibenden Abschnitte der Abdeckschicht 15 und der 
verbleibenden Gate-Isolationsschicht 14 ausgebiidet, wo- 
durch Wortleitungsstrukturen 17 ausgebiidet werden. 
[0005] Wie in Fig. 1 gezeigt, erstrecken sich die Wortlei- 50 
lungsstrukturen 17 in einer Y-Richtung uber die aktiven Be- 
reiche 11 und sind durch einen vorbestimmten Abstand von- 
einander beabstandet. Ein Paar von Wortleitungsstrukturen 
17 kreuzt jeden aktiven Bereich 11. Storstellen fur eine 
Source oder einen Drain werden in den aktiven Bereich 11 55 
auf beiden Seiten jeder der Wortleitungsstrukturen 17 im- 
plantiert, wodurch sie einen Sourcebereich 18a und einen 
Drainbereich 18b in jedem aktivem Bereich 11 ausbilden. 
[0006] Ein Atzstopper (nicht gezeigt) und eine Zwischen- 
isolationsschicht 19 werden aufeinanderfolgend aus dem 60 
Halbleitersubstrat abgeschieden. Die Zwischenisolations- 
schicht 19 fiillt Raumc zwischen benachbarten bzw. angren- 
zenden Wortleitungsstrukturen 17 auf. Die Zwischenisolati- 
onsschicht 19 und der Atzstopper werden zum Freilegen der 
Source- und Drainbereiche 18a und 18b geatzt. Anschlie- 65 
Send wird eine leitende Polysiliciumschicht (nicht gezeigt) 
auf dem Halbleitersubstrat 10 abgeschieden, um die freige- 
legten Source- und Drainbereichen 18a und 18b zu kontak- 
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tieren. Die Polysiliciumschicht wird vorzugsweise mit einer 
Dicke abgeschieden, die ausreichend ist, um die Zwischen- 
raume zwischen den benachbarten bzw. benachbarten Wort- 
leitungsstrukturen 17 aufzufullen. Die Polysiliciumschicht 
wird chemisch und mechanisch solange poliert, bis die Zwi- 
schenisolationsschicht 19 freigelegt ist, wodurch selbstju- 
stierende Kontaktflecken (SAC-pads) 20a und 20b in Kon- 
takt mit den Source- und Drainbereichen 18a und 18b ausge- 
biidet werden. Die selbstjustierenden Kontaktflecken 20b, 
die in Kontakt mit den Drainbereichen 18b sind, besetzten 
teilweise die Raume 21 zwischen den aktiven Bereichen 11, 
da Bitleitungen (nicht gezeigt) rechtwinkiig zu den Wortlei- 
tungsstrukturen 17 in den Raumen 21 zwischen den aktiven 
Bereichen 11 angeordnet werden. Der selbstjustierende 
Kontaktflecken 20b, der in Kontakt mit dem Drainbereich 
18b ist, wird in Kontakt mit den Bitleitungen (nicht gezeigt) 
gebracht, und der selbstjustierende Kontaktflecken 20a, der 
in Kontakt mit den Sourcebereich 18a ist, wird in Kontakt 
mit einer Speicherknotenelektrode gebracht. 
[0007] Eine derartige herkommliche Speicherstruktur 
kann folgende Probleme aufweisen: 

Obgleich die Kontaktflecken 20a und 20b selbstjustierend 
sind, kann es schwierig sein, die Offnungen an welcher die 
selbsjustierenden Kontaktflecken 20a und 20b ausgebiidet 
werden, aufgrund der Integrationsdichte der Speichervor- 
richtung genauso zu justieren bzw. auszurichten. Somit sind 
die benachbarten selbstjustierenden bzw. selbstjustierten 
Kontaktflecken 20a und 20b nicht vollstandig voneinander 
isoliert und eine Briicke (KurzschluB) kann auftreten. 
[0008] Wie durch "3D" in Fig. 1 angedcutet, sind die 
selbstjustierten Kontaktflecken 20a und 2% dreidimensio- 
nale Strukturen. Wenn Licht gleichzeitig entlang der drei 
Dimensionen des selbstausgerichteten Kontaktflecken 20a 
und 20b angewendet wird, kann ein Interferrenzeffekt um 
die Ecken der Strukturen herum auftreten. Falls Licht in den 
drei verschiedenen Richtungen angewendet wird, kann es 
auBerdem schwierig sein, zu Fokussieren. Dementspre- 
chend kann es schwierig sein, die Offhungen auszurichten, 
an welchen die selbstjustierten Kontaktflecken ausgebiidet 
werden. 

[0009] Da die GrbBe des selbstjustierten Kontaktes 20a, 
der im Kontakt mit dem Sourcebereich 18a ist, sich von der 
GrdBe des selbstausgerichteten Kontaktes 20b, der in Kon- 
takt mit dem Drainbereich 18b ist, kann es auBerdem 
schwierig sein, den Grad, bis zu welchem die Zwischeniso- 
lationsschicht 19 zum Ausbilden der Offnungcn fur die 
Kontakte geatzt wird, gleichfbrmig zu steuern. Bei einigen 
herkommlichen Speichervorrichtungen werden lediglich die 
Bereiche, bei welchen die selbstjustierten Kontaktflecken 
20a und 20b ausgebiidet werden, vor dem Ausbilden der 
selbstjustierten Kontaktflecken 20a und 20b gebffnet. Auf- 
grund des Formfaktors (aspect ratio) der Wortleitungsstruk- 
turen 17 konnen Hohlraume in der Zwischenisolations- 
schicht 19 ausgebiidet werden, die den Raum zwischen den 
Wortleitungsstrukturen 17 ausfullt. Die Hohlraume konnen 
wahrend der Ausbildung der Offhungen fur die selbstjustier- 
ten Kontaktbereiche groBer werden. Wahrend des Ausbil- 
dens der selbstjustierten Kontaktflecken 20a und 20b kann 
eine Polysiliciumschicht, die zum Ausbilden der selbstju- 
stierten Kontaktflecken 20a und 20b verwendet wird, die 
Hohlraume auffullen und somit konnen parasi tare Lei tungen 
(nicht gezeigt) erze ugt werden, die parallel zu den Wortlei- 
tungen zwischen den Wortleitungsstrukturen 17 angeordnet 
sind. Da derar-tige parasitare Leitungen in der Zwischeniso- 
lationsschicht 19 existieren, kann es schwierig sein, diese 
durch eine oberflachliche Uberwachung der Speichervor- 
richtung zu erfassen. 
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Kurzfassung der Erfindung 

[0010] GemaB einigen Ausfiihrungsformen der vorliegen- 
den Erfindung enthalt eine integrierte Schaltungsvorrich- 
tung, wie beispielsweise eine integrierte Schaltungsspei- 5 
chervorrichtung, ein Substrat und eine Vielzahl an Reihen 
aus aktiven Bereichen in dem Substrat, wobei die aktiven 
Bereiche in einem gcstaffelten Muster derart angeordnet 
sind, daB aktive Bereiche einer ersten Reihe bzw. Zeile mit 
Teilen eines Isolationsbereiches ausgerichtet sind, der aktive 1 0 
Bereiche von einer benachbarten zweiten Reihe trennt. Die 
Source- und Drainbereiche sind in den aktiven Bereichen 
und sind derart angeordnet, daB jeder aktive Bereich einen 
Drainbereich aufweist, der zwischen zwei Sourcebereichen 
angeordnet ist. Eine Vielzahl von Wortleitungsstrukturen 15 
sind auf dem Substrat quer zu den Reihen aus aktiven Berei- 
chen angeordnet, so daB die Wortleitungsstrukturen die akti- 
ven Bereiche zwischen den Sourcebereichen und den Drain- 
bereichen kreuzen. Jeweilige Reihen an leitenden Kontakt- 
flecken (im folgenden Kontaktpads) sind zwischen den je- 20 
weiligen benachbarten Wortleitungsstrukturen angeordnet, 
einschlieBlich erster Leitungspads auf den Sourcebereichen, 
zweiten Leitungspads auf den Drainbereichen und dritten 
Leitungspads auf den die aktiven Bereiche trennenden Isola- 
tionsbereiche. Eine Vielzahl von Bitleitungsstrukturen sind 25 
auf dem Substrat vorhanden, und erstrecken sich quer zu 
den Wortleitungsstrukturen und kontaktieren die zweiten 
Leitungspads. 

[0011] GemaB bestimmter Ausfuhrungsformen ist eine 
Zwischenisolationsschicht auf dem Substrat. Die Bitlei- 30 
tungsstrukturen konnen eine Vielzahl von Leitungsplugs 
aufweisen, die sich durch die Zwischenisolationsschicht 
strecken, um mit den zweiten Leitungspads in Kontakt zu- 
kommen. Die Leitungsplugs konnen ebenso die dritten Lei- 
tungspads kontaktieren. Die Bitleitungsstrukturen konnen 35 
Leitungslinien bzw. Leitungen aufweisen, die auf der Zwi- 
schenisolationsschicht angeordnet sind und in Kontakt mit 
dem Leitungsplugs sind. Aufgrund des Aufbaus der Vorrich- 
tung kann die Ausbildung der Leitungsplugs leichter herge- 
stellt werden und ist weniger anfallig fur Ausrichtungsfeh- 40 
ler. 

[0012] Bei einigen Ausfuhrungsformen des Verfahrens 
gemaB der vorliegenden Erfindung wird ein Isolationsbe- 
reich, der eine Vielzahl von Reihen aus aktiven Bereichen 
bestimmt, in einem Substrat ausgebildet. Die aktiven Berei- 45 
che sind in einem gestaffelten Muster angeordnet, so daB ak- 
tive Bereiche der ersten Reihe mit Abschnitten des Isolati- 
onsbereichs ausgerichtet sind, die aktive Bereiche einer be- 
nachbarten zweiten Reihe trennt. Eine Vielzahl von Wortlei- 
tungsstrukturen ist auf dem S ubstrat ausgebildet und quer zu 50 
den aktiven Bereichen angeordnet, so daB die Wortleitungs- 
strukturen die aktiven Bereiche zwischen den Sourceberei- 
chen und den Drainbereichen kreuzen. Die Sourcebereiche 
und Drainbereiche sind in Abschnitten der aktiven Bereiche 
ausgebildet, die zwischen den Wortleitungsstrukturen ange- 55 
ordnet sind, wobei die Sourcebereiche und die Drainberei- 
che derart an geordnet sind, daB jeder aktive Bereich einen 
Drainbereich aufweist, der zwischen zwei Sourcebereichen 
angeordnet ist. Jeweilige Reihen von Leitungspads sind 
zwischen den jeweiligen benachbarten Wortleitungsstruktu- 60 
ren einschlieBlich der ersten Leitungspads auf den Source- 
bereichen, den zweiten Leitungspads auf den Drainberei- 
chen und den dritten Leitungspads auf den Abschnitten des 
Isolationsbereichs, der die aktiven Bereiche trennt, ausgebil- 
det. Eine Vielzahl von Bitleitungsstrukturen ist auf dem 65 
Substrat ausgebildet und erstreckt sich quer zu den Wortlei- 
tungsstrukturen und kontaktiert die zweiten Leitungspads. 
[0013] Eine Zwischenisolationsschicht kann auf den Lei- 
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tungspads ausgebildet werden. Die Vielzahl von Bitlei- 
tungsstrukturen konnen durch Ausbilden einer Vielzahl von 
Leitungsplugs, die sich durch die Zwischenisolationsschicht 
hindurch zum Kontaktieren der zweiten Leitungspads er- 
streckt, ausgebildet werden. Ein Ausbilden einer Vielzahl 
von Wortleitungsstrukturen kann eine Ausbilden von abge- 
deckten (capped) Wortleitungsstrukturen aufweisen, von de- 
nen jede eine Leitungsleitung auf dem Substrat, eine Ab- 
deckschicht auf der Leitungsleitung und Seitenwandisolato- 
ren auf den Seitenwanden der Leitungsleitung aufweisen. 
Ein Ausbilden von Source- und Drainbereichen in den akti- 
ven Bereichen kann ein Implantieren von Storstellen in Ab- 
schnitten der aktiven Bereiche zwischen den abgedeckten 
Wortleitungsstrukturen aufweisen. Ein Ausbilden von je- 
weiligen Reihen an Kontaktpads kann ein Ausbilden einer 
Vielzahl von zueinander beabstandeten Isolationsbereichen 
auf dem Substrat quer zu den Wortleitungsstrukturen auf- 
weisen, wobei die Isolationsbereiche sich zu den Kontaktab- 
schnitten des Isolationsbereichs zwischen den abgedeckten 
Wortleitungsstrukturen erstrecken, ein Ausbilden einer Lei- 
tungsschicht auf dem Substrat aufweisen, wobei die Lei- 
tungsschicht Liicken zwischen den beabstandeten Isolati- 
onsbereichen auffullt und sich zum Kontaktieren der 
Source- und Drainbereichen erstreckt, und ein Entfemen ei- 
nes Abschnitts der Leitungsschicht aufweisen, um die Rei- 
hen der Kontaktpads auszubilden. 

[0014] Ein Ausbilden einer Vielzahl beabstandeter Isolati- 
onsbereiche kann ein Ausbilden einer Vielzahl von beab- 
standeten Maskenbereichen quer zu den abgedeckten Wort- 
lei tung sbercichen aufweisen, wobei jeweilige beabstandete 
Maskenbereiche uber einer jeweiligen Reihe der aktiven Be- 
reiche liegt, ein Ausbilden einer Isolationsschicht auf dem 
Substrat aufweisen, wobei die Isolationsschicht Liicken 
zwischen den beabstandeten Maskenbereichen aurfullt, und 
ein Entfernen eines Teils der Isolationsschicht zum Ausbil- 
den einer Vielzahl von beabstandeten Isolationsbereichen 
aufweisen. Die Maskenbereiche konnen Photoresist-Mate- 
rial aufweisen, und ein Ausbilden einer Isolationsschicht 
kann ein Abscheiden eines Isolations-Materials bei einer 
Temperatur aufweisen, die ausreichend niedrig ist, um die 
Integritat der Maskenbereiche aufrechtzuerhalten. Einem 
Ausbilden einer Leitungsschicht kann ein Entfernen der 
Maskenbereiche zum Freiliegen der Source- und Drainbe- 
reiche vorausgehen, und ein Ausbilden einer Leitungs- 
schicht kann ein Ausbilden einer Leitungsschicht aufwei- 
sen, die die Liicken zwischen den Isolationsschichten auf- 
fullt und die freigelegten Source- und Drainbereichen kon- 
taktiert, 

Kurze Beschreibung der Zeichnung 

[0015] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht einer herkommlichen 
Speichervorrichtung. 

[0016] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht der her- 
kommlichen Speichervorrichtung entlang einer Linie H-IT 
der Fig. 1. 

[0017] Fig. 3 bis 8 zeigen Draufsichten, die Herstellungs- 
produkte und Herstellungsvorgange einer Speichervorrich- 
tung gemaB einiger Ausfuhrungsformen der Erfindung dar- 
stellen. 

[0018] Fig. 9A bis 9D sind Querschnittsansichten der 
Struktur der Fig. 3 entlang der Linien a-a\ b-b', c-c', bzw. d- 
d\ 

[0019] Fig. 10A bis 10D sind Querschnittsansichten der 
Struktur der Fig. 4 entlang der Linien a- a*, b-b', c-c', bzw. d- 
d\ 

[0020] Fig. 11A bis 11D sind Querschnittsansichten der 
Struktur der Fig. 5 entlang der Linien a- a', b-b', c-c', bzw. d- 
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d\ 

[0021] Fig, 12A bis 12D sind Querschnittsansichten der 
Struktur der Fig. 6 entlang der Linien a-a\ b-b', c-c\ bzw. d- 
d\ 

[0022] Fig. 13A bis 13D sind Querschnittsansichten der 5 
Struktur der Fig. 7 entlang der Linien a-a*, b-b', c-c', bzw. d- 
d\ 

[0023] Fig. 14A bis 14D sind Querschnittsansichten der 
Struktur der Fig. 8 entlang der Linien a-a\ b-b', c-c\ bzw. d- 
d. to 
[0024] Fig. 15 zeigt eine Draufsicht, die Herstellungspro- 
dukte und -vorgange gemaB weiteren Ausfuhrungsformen 
der vorliegenden Erfindung darstellt. 
[0025] Fig. 16 zeigt eine Querschnittsansicht der Struktur 
in Fig. 15 entlang einer Linie e-e\ 15 

Detaillierte Beschreibung der Erfindung 

[0026] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden un- 
ter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen einge- 20 
hender beschrieben, in welcher bevorzugte Ausfuhrungsfor- 
men der vorliegenden Erfindung gezeigt sind. Diese Erfin- 
dung kann jedoch in zahlreichen verschiedenen Formen ver- 
korpert sein und sollte nicht so ausgelegt werden, als daB sie 
auf die hier gezeigten Ausfuhrungsformen beschrankt sei. 25 
Vielmehr werden diese Ausfuhrungsformen hier so darge- 
legt, daB die Offenbarung sorgfaltig und vollstandig ist, und 
vermitteln dem Fachmann das Konzept der Erfindung voll- 
standig. Bei den Zeichnungen ist die Dicke der Schichten 
und Bereiche aus Griinden der Klarheit vergroBert darge- 30 
stellt. Ebenso ist es ersichtlich, daB wenn eine Schicht als 
eine "auf eiiner anderen Schicht oder Substrat seiend be- 
zeichnet wird, sie direkt auf der anderen Schicht oder dem 
Substrat liegen kann oder auch dazwischenliegende Schich- 
ten vorhanden sein konnen. 35 
[0027] GemaB Fig. 3 und 9A bis 9D wird ein Halbleiter- 
substrat 50 vorbereitet. Das Halbleitersubstrat 50 kann bei- 
spielsweise ein Siliciumsubstrat mit Storstellen von p- oder 
n-'typ sein. Ein nicht naher dargestellter Wannenbereich 
(well) ist in dem Substrat 50 ausgebildet. Eine Isolations- 40 
schicht ist in dem Halbleitersubstrat 50 unter Verwendung 
zum Beispiel eines Shallow-Trench-Isolation- Verfahrens 
(SIT) ausgebildet, wodurch aktive Bereiche 51 bestimmt 
werden, auf welchen die Vorrichtungen ausgebildet werden. 
Die aktiven Bereiche 51 sind in Reihen bzw. Zeilen Rn-1, 45 
Rn, Rn+1, Rn+2, . . . angeordnet. Die Reihen Rn-1, Rn, 
Rn+1, Rn+2, . . . sind in einer gestaffelten Weise angeord- 
net, d. h. ein aktiver Bereich 51, der zu einer bestimmten 
Reihe Rn gehort, ist mit einem Abschnitt der Isolations- 
schicht 52 zwischen zwei benachbarten aktiven Bereichen 50 
51 einer benachbarten Reihe Rn+1 ausgerichtet. 
[0028] GemaB Fig. 4 und 10A bis 10D werden eine Gate- 
Isolations schicht 54, eine Leitungsschicht 56 fur ein Gate- 
Elektrode und eine Abdeckungsschicht 58 nacheinander auf 
dem Halbleitersubstrat 50 abgeschieden. Die Gate-Lei- 55 
tungsschicht 56 kann aus einer dotierten Polysiliciumschicht 
ausgebildet sein. Eine Ubergangsmetall-Silicid-Schicht 
kann zwischen der Gate-Leitungsschicht 56 und der Ab- 
deckschicht 58 ausgebildet sein. Die Abdeckschicht 58 kann 
aus einem Material wie beispielsweise einer Silicium-Ni- 60 
trid-Schicht SiN oder einer Silicium-Oxi-Nitridschicht 
(SiON) ausgebildet sein, die eine hohere Atzselektivitat ge- 
geniiber der spater auszubildenden Zwischenisolations- 
schicht aufweist. Als nachstes wird die Abdeckschicht 58 
und die Gate-Leitungsschicht 56 in einer Linienform gemu- 65 
stert bzw. maskiert, so daB sie die Langsachse jedes aktiven 
Bereichs 51 kreuzt. Als nachstes wird cine Isolationsschicht 
fiir Spacer auf dem Halbleitersubstrat 50 abgeschieden. Die 
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Isolationsschicht kann aus dem gleichen Material wie die 
Abdeckschicht 58 ausgebildet sein. Die Isolationsschicht 
wird anisotrop geatzt, wodurch isolierende Spacer 59 an den 
Seiten der Gate-Leitungsschicht 56 und der Abdeckschicht 
58 ausgebildet werden. 

[0029] Strukturen einschlieBlich der Gate-Isolations- 
schicht 54, der Gate-Leitungsschicht 56, der Abdeckschicht 
58 und den isolierenden Spacern 59 werden im folgenden 
als Wortleitungsstrukturen 60 bezeichnet. Die Wortleitungs- 
strukturen 60 sind mit einem vorbestimmten Abstand von- 
einander und parallel zueinander beabstandet. Ein Paar von 
Wortleitungsstrukturen kreuzt jeden aktiven Bereich 51. Die 
aktiven Bereiche 51 konnen in drei annahernd gleiche Teile 
eingeteilt werden. 

[0030] GemaB Fig. 11 und 11 A bis 11D werden Storstel- 
len des n-iyps (im folgenden n'-Storstellen) in Abschnitten 
der aktiven Bereiche 51 an beiden Seiten jeder Wortlei- 
tungsstruktur 60 implantiert, wodurch Source-Bereiche 62A 
und Drain-Bereiche 62B ausgebildet werden. Eine Photore- 
sistschicht wird anschlieBend bis zu einer vorbestimmten 
Dicke auf dem Substrat 50, auf welchem die Wordleitungen 
60 ausgebildet sind, abgeschieden. Die Photoresistschicht 
wird bis zu einer Dicke abgeschieden, die ausreichend ist, 
urn die Raume zwischen den Wortleitungsstrukturen 60 auf- 
zufullen. Die Photoresistschicht wird freigelegt bzw. belich- 
tet (exposed) und entwickelt, so daB Abschnitte 64 der Pho- 
toresistschicht auf den Reihen der aktiven Bereiche 51 ver- 
bleiben. Die Photoresistmuster 64 kreuzen die Wortleitungs- 
strukturen 60 und sind voneinander mit einem vorbestimm- 
ten Abstand beabstandet. Die Photoresistmuster (bzw. Pho- 
toresistmaske) 64 kann ohne einem Beschadigen der aktiven 
Bereiche 51 entfemt werden. 

[0031] GemaB Fig. 6 und 12A bis 12D wird eine Oxid- 
schicht 66 auf dem Halbleitersubstrat 50 ausgebildet. Die 
Oxidschicht 66 wird bis zu einer Dicke ausgebildet, die aus- 
reicht, um die Raume zwischen den Photoresistmustern 64 
aufzufullen, und wird vorzugsweise bei einer niedrigen 
Temperatur, beispielsweise bei einer Temperatur von 
150-250°C abgeschieden. Die Oxidschicht 66 wird zuriick- 
geatzt, um die Photoresistmuster 64 freizulegen, wobei die 
Raume zwischen den Photoresistmustern, die mit der Oxid- 
schicht 66 aufgefullt sind, ubrigbleiben. 
[0032] GemaB Fig. 7 und 13A bis 13D konnen die Photo- 
resistmuster 64 durch ein allgemein bekanntes Plasma- As- 
hing- Verfahren entfernt werden, so daB die aktiven Bereiche 
und die Isolationsschicht 52 durch die Oxidschicht 66 frei- 
gelegt sind. Eine Leitungsschicht fiir selbstjustierte Kon- 
taktpads wird auf dem Halbleitersubstrat 50 bis zu einer 
Dicke abgeschieden, die ausreichend ist, die Raume die zu- 
vor durch das Photoresistmuster besetzt waren, aufzufullen. 
Die Leitungsschicht weist beispielsweise eine storstellendo- 
tierte Polysiliziumschicht auf. Als nachstes werden die Lei- 
tungsschicht und die Oxidschicht 66 chemisch und mecha- 
nisch so lange poliert, bis die Oberflachen der Wortleitungs- 
strukturen 60 freigelegt sind, wodurch erste, zweite und 
dritte selbstjustierte Kontaktpads 68a, 68b und 68c in den 
Raumen zwischen den Wortleitungsstrukturen 60 ausgebil- 
det sind. Die ersten, zweiten und dritten seibstjustierten 
Kontaktpads 68a, 68b und 68c sind voneinander durch die 
Wortleitungsstrukturen 60 und die Oxidschicht 66 elektrisch 
isoliert. Der erste selbstjustierte Kontakt 68a, der in Kontakt 
mil dem Source-Bcreich 62a ist, und der zweite selbstju- 
stierte Kontakt 68b, der in Kontakt mit dem Drain-Bereich 
62b ist, sind lei tend, wohingegen der dritte selbstjustierte 
Kontakt 68c auf der Isolationsschicht 52 "schwebt" d. h. iso- 
liert ist (floating). Die GroBen der ersten und zweiten seibst- 
justierten Kontakte 68a und 68b sind gleich und der dritte 
selbstjustierte Kontakt 68c kann die gleiche GroBe wie die 
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ersten und zweiten selbstjustierten Kontakte aufweisen. Wie 
es in Fig* 7 gezeigt ist, sind die ersten, zweiten und dritten 
selbstjustierten Kontaktpads 68a, 68b und 68c in der hori- 
zontalen Richtung angeordnet. 

[0033] Wie es in Fig, 8 und 14A bis 14D gezeigt ist, wird 5 
die Oxidschicht 66 entfemt, was Abschnitte der Isolations- 
schicht 52 zwischen den ersten, zweiten und dritten selbstju- 
stierten Kontaktpads 68a, 68b und 68c frcilegt. Eine Zwi- 
schenisolationsschicht 70 wird auf dem Halbleitersubstrat 
50 ausgebildet und anschlieBend zum Freilegen des zweiten to 
selbstjustierten Kontaktes 68b geatzt, wodurch ein Bitlei- 
tungskontaktloch 72 ausgebildet wird. We es in Fig. 14C 
gezeigt ist, wird das Bitleitungskontaktloch 72 so ausgebil- 
det, daB der zweite selbstjustierte Kontakt 68b und der dritte 
selbstjustierte Kontakt 68c freigelegt sind. Da ein aktiver 15 
Bereich 51, der zu einer vorbestimmten Reihe und Spalte 
gehort, an einer Stelle positioniert ist, die mit einer Lucke 
zwischen zwei aktiven Bereichen 51, nahe dem aktiven Be- 
reich 51 korrespondiert ist, ist der selbstjustierte Kontakt, 
der an dem zweiten selbstjustierten Kontakt 68b (in einer 20 
vertikalen Richtung) angrenzt, der dritte selbstjustierte Kon- 
takt 68c, der auf der Isolationsschicht 52 isoliert ist. Dem- 
entsprechend kann die Ausbildung eines Kurzschlusses 
auch dann vennieden werden, falls die zweiten und dritten 
selbstjustierten Kontaktpads 68b und 68C gleichzeitig in 25 
Kontakt mit einer Bitleitung sind. Da auBerdem das Bidei- 
tungskontakdoch 72 so ausgebildet werden kann, daB es 
sich zu dem dritten selbstjustierten Kontakt 68c ebenso wie 
zu dem zweiten selbstjustierten Kontakt 68b ausdehnt, kann 
die Flache des Biticitungskontaktlochs 72 relativ groB sein. 30 
Dementsprechend kann eine Maskenausrichtung zum Aus- 
bilden des Bitleitungskontaktlochs 72 leichter erzielt wer- 
den. Wie gezeigt ist die Breite des Bitieitungskontaktlochs 
72 groBer als die Lucke zwischen den zweiten und dritten 
selbstjustierten Kontaktpads 68b und 68c. 35 
[0034] Eine Leitungsschicht ist auf der Zwischenisolati- 
onsschicht 70 ausgebildet, wodurch ein Kontaktplug 76 in 
dem Bitleitungskontaktloch 72 ausgebildet wird. Die Lei- 
tungsschicht wird so gemustert, daB leitendes Material in 
den Raunien zwischen dem ersten, zweiten und dritten 40 
selbstjustierten Kontaktpads 68a, 68b und 68c verbleibt, 
welche die Wordeitungsstrukturen 60 kreuzen, wodurch B it- 
lei tungen 74 ausgebildet werden. Wie es in Fig. 14C gezeigt 
ist, kontaktiert eine Bideitung 74 die zweiten und dritten 
selbstjustierten Kontaktpads 68b und 68c iiber den Kontakt- 45 
plug 76. 

[0035] Wie vorhergehend gemafl einigen Ausfiihrungsfor- 
men der vorliegenden Erfindung beschrieben, werden die 
Photoresistmuster 64 auf den Zellbereichen ausgebildet, mit 
Ausnahme der Reihen, an welchen die aktiven Bereiche 51 50 
ausgebildet worden sind, mit anderen Worten, mit Aus- 
nahme fur die Bereiche, an welchen die Bitieitungen 74 aus- 
gebildet werden, Die Oxidschicht 66 wird zum Auffullen 
von Raumen zwischen den Photoresistmustern 64 bei nied- 
rigen Temperaturen ausgebildet. Die Photoresistmuster 64 55 
werden selektiv entfemt und anschlieBend wird eine Lei- 
tungsschicht derart ausgebildet, daB sie die Raume, die von 
dem Photoresistmustern 64 besetzt waren, ausreichend auf- 
fullt. Die Leitungsschicht und die Oxidschicht 66 werden 
chemisch und mechanisch poliert, um die Oberflachen der 60 
Wordeitungsstrukturen 60 freizulegen, wodurch die selbst- 
justierten Kontaktpads 68a, 68b und 68c ausgebildet wer- 
den. Die Oxidschicht 66 wird anschlieBend entfemt. 
[0036] DemgemaB konnen die selbstjustierten Kontakt- 
pads 68a, 68b und 68c ohne Durchfuhrung eines photolitho- 65 
graphischen Verfahrens zum selektiven Freilegen der alai- 
ven Bereiche ausgebildet werden. Da dieses photolithogra- 
phische Verfahren weggelassen werden kann, werden Pro- 
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bleme, wie beispielsweise eine Briickenbildung, verringert. 
Falls das photolithographische Verfahren zum Freilegen der 
selbstjustierten Kontaktoffnungen nicht durchgefuhrt wird, 
kann auBerdem jeder der selbstjustierten Kontaktpads 68a, 
68b und 68c die gleiche GroBe aufweisen, was Atzunregel- 
maBigkeiten verringern kann. 

[0037] Fig. 15 und 16 stellen eine alternative Anordnung 
der Kontaktlocher 72 gemaB weiteren Ausfiihrungsfonnen 
der vorliegenden Erfindung dar. Eine Grundstruktur wird 
wie zuvor unter Bezugnahme auf Fig. 3 bis 7 und 9 bis 13 
hergestellt. GemaB Fig. 15 und 16 werden Abschnitte einer 
Zwischenisolationsschicht 70 zum Freilegen des zweiten 
selbstjustierten Kontaktpads 68b, das in Kontakt mit dem 
Drain-Bereich 62b steht, geatzt. Insbesondere werden ein 
zweiter selbstjustierter Kontaktpad 68b, der zu einer Reihe 
Rn gehort, und ein dritter selbstjustierter Kontaktpad 68c, 
welcher auf einem Isolationsbereich 52 "schwebt" und zu ei- 
ner vorhergehenden Reihe Rn-1 gehort und in der gleichen 
Spalte wie der zweite selbstjustierte Kontaktpad 68b ist, 
durch das gleiche Kontaktioch 72 freigelegt. 
[0038] Obwohl diese Erfindung im Detail gezeigt und mit 
Bezugnahme auf bevorzugte Ausfiihrungsfonnen davon be- 
schrieben worden ist, ist es fiir den Fachmann offensichtlich, 
daB zahlreiche Anderungen in Form und Detail gemacht 
werden konnen, ohne von dem Konzept und Umfang der Er- 
findung, wie er durch die beigefugten Anspriiche bestirnmt 
ist, abzuweichen. 

Patentanspruche 

1. Integrierte Schaltungsvorrichtung, die aufweist: 
ein Substrat; 

eine Vielzahl von Reihen aus aktiven Bereichen in dem 
Substrat, wobei die aktiven Bereiche in einem gestaf- 
felten Muster derart angeordnet sind, daB aktive Berei- 
che einer ersten Reihe mit Abschnitten eines Isolati- 
onsbereichs, der aktive Bereiche von einer benachbar- 
ten zweiten Reihe trennt, ausgerichtet sind; 
Source- und Drainbereiche in den aktiven Bereichen, 
die derart angeordnet sind, daB jeder aktive Bereich ei- 
nen Drainbereich aufweist, der zwischen zwei Source- 
bereichen liegt; 

eine Vielzahl von Wordeitungsstrukturen auf dem Sub- 
strat, die quer zu den Reihen aus aktiven Bereichen 
derart angeordnet sind, daB Wordeitungsstrukturen die 
aktiven Bereiche zwischen den Sourcebereichen und 
den Drainbereichen kreuzen; 

wobei jeweilige Reihen aus Leitungspads einschlieB- 
lich erster Leitungspads auf dem Sourcebereichen, 
zweiter Leitungspads auf den Drainbereichen und drit- 
ter Leitungspads auf den die aktiven Bereiche trennen- 
den Isolationsbereiche zwischen jeweiligen benachbar- 
ten Wortleitungsstrukturen liegen; und 
eine Vielzahl von Bideitungsstrukturen auf dem Sub- 
strat, die sich quer zu den Wortleitungsstrukturen er- 
strecken und die zweiten Leitungspads kontaktieren. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, die ferner eine Zwi- 
schenisolationsschicht auf dem Substrat aufweist, und 
wobei die Bideitungsstrukturen eine Vielzahl von Lei- 
tungsplugs aufweisen, die sich durch die Zwischeniso- 
lationsschicht zum Kontaktieren der zweiten Leitungs- 
pads erstrecken. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Leitungs- 
plugs ebenso die dritten Leitungspads kontaktieren. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Bidei- 
tungsstrukturen Leitungsleitungen aufweisen, die auf 
der Zwischenisolationsschicht liegen und in Kontakt 
mit den Leitungsplugs sind. 
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5. Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Wortlei- 
tungsstrukturen jeweils Leitungsleitungen aufweisen, 
die im wesentlichen parallel zueinander sind und wobei 
die Leitungsleitungen der Bitleitungsstrukturen im we- 
sentlichen senkrecht zu den Leitungsleitungen der 5 
Wortleitungsstrukturen sind. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die aktiven 
Bereiche rechtwinklig sind. 

7. Verfahren zum Ausbilden einer integrierten Schal- 
tungsspeicheranordnung, wobei das Verfahren auf- 10 
weist: 

Ausbilden eines Isolation sbereichs, der eine Vielzahl 
von Reihen aus aktiven Bereichen in einem Substrat 
bestimmt, wobei die aktiven Bereiche in einem gestaf- 
felten Muster derart angeordnet sind, daB aktive Berei- 15 
che einer ersten Reihe mit Abschnitten des Isolations- 
bereichs, der die aktiven Bereiche von einer benachbar- 
ten zweiten Reihe trennt, ausgerichtet sind; 
Ausbilden einer Vielzahl von Wortleitungsstrukturen 
auf dem Substrat, die quer zu den aktiven Bereichen 20 
angeordnet sind; 

Ausbilden von Sourcebereichen und Drainbereichen in 
Abschnitten der aktiven Bereiche, die zwischen den 
Wortleitungsstrukturen liegen, wobei die Sourceberei- 
che und Drainbereiche derart angeordnet sind, daB je- 25 
der aktive Bereich einen Drainbereich aufweist, der 
zwischen zwei Sourcebereichen liegt; 
Ausbilden von jeweiligen Reihen an Leitungspads ein- 
schlieBlich erster Leitungspads auf den Sourceberei- 
chen, zweiter Leitungspads auf den Drainbereichen 30 
und dritter Leitungspads auf Bereichen des die aktiven 
Bereiche trennenden Isolationsbereichs, die zwischen 
jeweiligen benachbarten Wortleitungsstrukturen lie- 
gen; und 

Ausbilden einer Vielzahl von Bitleitungen auf dem 35 
Substrat, die sich quer zu den Wortleitungsstrukturen 
erstrecken und die zweiten Leitungspads kontaktieren. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, das ferner ein Ausbil- 
dern einer Zwischenisolationsschicht auf den Leitungs- 
pads aufweist, und wobei ein Ausbilden einer Vielzahl 40 
von Bitleitungsstrukturen ein Ausbilden einer Vielzahl 
von Leitungspiugs aufweist, die sich durch die Zwi- 
schenisolationsschicht zum Kontaktieren der zweiten 
Leitungspads erstreckt. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Leitungs- 45 
plugs ebenso die dritten Leitungspads kontaktieren. 

10. Verfahren nach Anspruch 8, wobei eine Ausbilden 
einer Vielzahl von Bitleitungsstrukturen ferner ein 
Ausbilden von Leitungsleitungen auf der Zwischeniso- 
lationsschicht und in Kontakt mit den Leitungspiugs 50 
aufweist. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Wortlei- 
tungsstrukturen jeweils Leitungsleitungen aufweisen, 
die im wesentlichen parallel zueinander sind, und wo- 
bei die Leitungsleitungen der Bitleitungsstrukturen im 55 
wesentlichen senkrecht zu den Leitungsleitungen der 
Wortleitungsstrukturen sind. 

12. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die aktiven 
Bereiche rechtwinklig sind. 

13. Verfahren nach Anspruch 7, wobei ein Ausbilden 60 
einer Vielzahl von Wortleitungsstrukturen ein Ausbil- 
den von abgedeckten Wortleitungsstrukturen aufweist, 
die jede eine Leitungsleitung auf dem Substrat, eine 
Abdeckschicht auf der Leitungsleitung und Seitenwan- 
disolatoren auf den Seitenwanden der Leitungsleitung 65 
aufweisen. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei ein Ausbilden 
von Source- und Drainbereichen in den aktiven Berei- 
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chen ein Implantieren von Storstellen in Abschnitte der 
aktiven Bereich zwischen den abgedeckten Wortlei- 
tungsstrukturen aufweist. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei ein Ausbilden 
von jeweiligen Reihen von Kontaktpads folgende 
Schritte aufweist: 

Ausbilden einer Vielzahl von beabstandeten Isolations- 
bereichen auf dem Substrat quer zu den abgedeckten 
Wortleitungsstrukturen, wobei die Isolationsbereiche 
sich zu den Kontaktabschnitten des Isolationsbereichs 
zwischen den abgedeckten Wortleitungsstrukturen er- 
strecken; 

Ausbilden einer Leitungsschicht auf dem Substrat, wo- 
bei die Leitungsschicht Lucken zwischen den beab- 
standeten Isolationsbereichen auffullt und sich zum 
Kontaktieren der Source- und Drainbereiche erstreckt; 
und 

Entfernen eines Abschnitts der Leitungsschicht zum 
Ausbilden der Reihen von Kontaktpads. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei ein Ausbilden 
einer Vielzahl von beabstandeten Isolationsbereichen 
folgende Schritte aufweist: 

Ausbilden einer Vielzahl von beabstandeten Maskie- 
rungsbereichen, die zu den abgedeckten Wortleitungs- 
strukturen quer liegen, wobei jeweilige beabstandete 
Maskierungsbereiche iiber einer jeweiligen Reihe der 
aktiven Bereiche liegen; 

Ausbilden einer Isolationsschicht auf dem Substrat, 
wobei die Isolationsschicht die Lucken zwischen den 
beabstandeten Maskierungsbereichen auffullt; und 
Entfernen eines Abschnitts der Isolationsschicht zum 
Ausbilden einer Vielzahl von beabstandeten Isolations- 
bereichen. 

17. Verfahren gemaB Anspruch 16, wobei die Maskie- 
rungsbereiche ein Photoresistmaterial aufweisen, und 
wobei ein Ausbilden einer Isolationsschicht ein Ab- 
scheiden eines Isolauonsmaterials bei einer Tempera- 
tur aufweist, die ausreichend niedrig ist, um die Integri- 
ty der Maskierungsbereiche aufrecht zu erhalten. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, wobei einem Ausbil- 
den einer Leitungsschicht ein Entfernen der Maskie- 
rungsbereiche vorausgeht, um die Source- und Drain- 
bereiche freizulegen, und wobei ein Ausbilden der Lei- 
tungsschicht ein Ausbilden einer Leitungsschicht auf- 
weist, die die Lucken zwischen den Isolationsberei- 
chen auffullt und die freigelegten Source- und Drainbe- 
reiche kontaktiert. 

19. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung, die 
aufweist: 

ein Halbleitersubstrat; 

eine Isolationsschicht, die eine Vielzahl von aktiven 
Bereichen bestimmt, welche in einem vorbestimrnten 
Abstand zueinander in Spalten und Reihen auf dem 
Halbleitersubstrat angeordnet sind; 
ein Sourcebereich, der auf einem Abschnitt jedes akti- 
ven Bereiches ausgebildet ist; 

ein Drainbereich, der an einem anderen Abschnitt jedes 
aktiven Bereichs ausgebildet ist; 
selbstjustierte Kontaktpads, die zu einer Reihe geho- 
ren, bei welcher die Source- und Drainbereiche ausge- 
bildet worden sind, und die in Raumen zwischen der 
Vielzahl von aktiven Bereichen ausgebildet sind. 

20. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 19, wobei einer der aktiven Bereiche, der zu 
einer ausgewahlten Reihe gehort, an einer Position an- 
geordnet ist, die mit einer Lucke zwischen zwei be- 
nachbarten aktiven Bereiche der aktiven Bereiche kor- 
respondiert, die bei einer Reihe neben der ausgewahl- 
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ten Reihe plaziert sind. 

21. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 19, die ferner Wortleitungsstrukturen auf- 
weist, die zum Kreuzen der Vielzahl von aktiven Berei- 
chen angeordnet sind, so daB sie Source- und Drainbe- 5 
reiche bestimmt sind. 

22. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 21, wobei ein Paar von Wortleitungsstruktu- 
ren, das in einem vorbestimmten Abstand zueinander 
angeordnet ist, in jeder der Vielzahl von aktiven Berei- 10 
chen liegt und sich in einer Spaltenrichtung erstreckt. 

23. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 22, wobei jeder der Wortleitungsstrukturen 
aufweist: 

eine Gate-Isolationsschicht, die auf dem Halbleitersub- 15 
strat ausgebildet ist; 

eine Leitungsschicht, die auf der Gate-Isolations- 
schicht ausgebildet ist; 

eine Abdeckschicht, die auf der Leitungsschicht ausge- 
bildet ist; 20 
isolierende Spacer an beiden Seiten der Abdeckschicht, 
der Leitungsschicht und der Gate-Isolationsschicht. 

24. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 19, die ferner Bitleitungsstrukturen aufweist, 
die in Raumen zwischen den Reihen ausgebildet sind, 25 
bei welchen die aktiven Bereiche ausgebildet sind, so 
daB sie mit dem Drainbereich elektrisch verbunden 
sind und die Wortleitungsstrukturen kreuzen. 

25. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 24, wobei die Bitleitung sowohl das selbstju- 30 
stierte Kontaktpad, das in Kontakt mit dem Drainbe- 
reich ist, als auch das selbstjustierte Kontaktpad, das 
auf der Isolationsschicht plaziert ist und zu der glei- 
chen Spalte wie das selbstjustierte Kontaktpad gehort, 
das in Kontakt mit dem Drainbereich, aber zu einer an- 35 
deren Reihe vor oder neben der Reihe gehort, mit wel- 
cher das selbstjustierte Kontaktpad in Kontakt mit dem 
Drainbereich ist, gleichzeitig kontaktiert. 

26. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 24, die femer eine Isolationsschicht auf- 40 
weist, die unter der Bitleitung ausgebildet wird. 

27. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 26, wobei das selbstjustierte Kontaktpad, das 
in Kontakt mit dem Sourcebereich ist, das selbstju- 
stierte Kontaktpad, das in Kontakt mit dem Drainbe- 45 
reich ist, und das selbstjustierte Kontaktpad auf der Iso- 
lationsschicht voneinander sowohl in einer Reihenrich- 
tung durch jede der Wortleitungsstrukturen als auch 
durch die Isolationsschicht unter der Bitleitung in einer 
Spaltenrichtung voneinander isoliert sind. 50 

28. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 19, wobei das selbstjustierte Kontaktpad, das 
in Kontakt mit dem Sourcebereich ist, und das selbstju- 
stierte Kontaktpad, das in Kontakt mit dem Drainbe- 
reich ist, die gleiche GroBe aufweisen. 55 

29. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 19, wobei das selbstjustierte Kontaktpad, das 
in Kontakt mit dem Sourcebereich ist, das selbstju- 
stierte Kontaktpad, das in Kontakt mit dem Drainbe- 
reich ist, und das selbstjustierte Kontaktpad, das auf 60 
der Isolationsschicht ausgebildet ist, die gleiche GroBe 
aufweisen. 

30. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung, die 
aufweist: 

ein Halbleitersubstrat; 65 
eine Isolationsschicht, die eine Vielzahl von aktiven 
Bereichen bestimmt, welche in einem vorbestimmten 
Abstand zueinander in Spalten und Reihen auf dem 



Halbleitersubstrat angeordnet sind; 

eine Vielzahl von Wortleitungsstrukturen, die sich zum 

Kreuzen jedes der aktiven Bereiche erstreckt; 

ein Sourcebereich, der an einem der aktiven Bereiche 

auBerhalb einer Vielzahl von Wortleitungsstrukturen 

ausgebildet wird; 

ein Drainbereich, der an einem der aktiven Bereiche 
zwischen der Vielzahl von Wortleitungsstrukturen aus- 
gebildet wird; 

ein selbstjustierter Kontaktpad, der einen ersten selbst- 
justierten Kontaktpad, der in Kontakt mit dem Source- 
bereich ist, einen zweiten selbstjustierten Kontaktpad, 
der in Kontakt mit dem Drainbereich ist, und einen 
dritten selbstjustierten Kontaktpad, der auf der Isolati- 
onsschicht ausgebildet ist, aufweist, 
wobei die ersten, zweiten und dritten selbstjustierten 
Kontaktpads die gleiche GroBe aufweisen. 

31. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 30, wobei einer der aktiven Bereiche, der zu 
einer ausgewahlten Reihe gehort, an einer Position an- 
geordnet wird, der mit einer Lucke zwischen zwei be- 
nachbarten aktiven Bereiche der aktiven Bereiche kor- 
respondiert, die an einer Reihe neben der ausgewahlten 
Reihe plaziert sind. 

32. Integrierte Schaltungsspeichervorrichmng nach 
Anspruch 30, wobei ein Paar von Wortleitungsstruktu- 
ren die mit einem vorbestimmten Abstand zueinander 
angeordnet sind, in jeder der Vielzahl von aktiven Be- 
reichen liegen. 

33. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 32, wobei jede der Wortleitungsstrukturen 
aufweist: 

eine Gate-Isolationsschicht, die auf dem Halbleitersub- 
strat ausgebildet ist; 

eine Leitungsschicht, die auf der Gate-Isolations- 
schicht ausgebildet ist; 

eine Abdeckschicht, die auf der Leitungsschicht ausge- 
bildet ist; 

isolierende Spacer an beiden Seiten der Abdeckschicht, 
der Leitungsschicht und der Gate-Isolationsschicht. 

34. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 30, die ferner eine Bideitung aufweist, die in 
einem Raum zwischen den Reihen ausgebildet sind, an 
welchen die aktiven Bereiche ausgebildet werden, so 
daB sie mit dem Drainbereich elektrisch verbunden 
sind und die Wortleitungsstrukturen kreuzen. 

35. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 30, wobei die Bideitung sowohl das zweite 
selbstjustierte Kontaktpad, das in Kontakt mit dem 
Drainbereich ist, als auch das dritte selbstjustierte Kon- 
taktpad, das zu der gleichen Spalte wie die das zweite 
selbstjustierte Kontaktpad gehort, das in Kontakt mit 
dem Drainbereich ist, aber zu einer Reihe vor oder ne- 
ben der Reihe gehort, zu welcher das zweite selbstju- 
stierte Kontaktpad, das in Kontakt mit dem Drainbe- 
reich ist, gehort gleichzeitig kontaktiert. 

36. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 31, die weiterhin eine Isolationsschicht auf- 
weist, die unter der Bitleitung ausgebildet ist. 

37. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 36, wobei das erste selbstjustierte Kontakt- 
pad, das zweite selbstjustierte Kontaktpad und das 
dritte selbstjustierte Kontaktpad sowohl in einer Rei- 
henrichtung durch die Wortleitungsstrukturen als auch 
in einer Spaltenrichtung durch die Isolationsschicht un- 
ter der Bitleitung voneinander isoliert sind. 

38. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung, die 
aufweist: 
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ein Halbleitersubstrat; 

eine Isolationsschicht, die eine Vielzahl von aktiven 
Bereichen bestimnit, welche in einem bestimmten Ab- 
stand zueinander in Spalten und Reihen auf dem Halb- 
leitersubstrat angeordnet sind; 5 
ein Paar von Wortleitungsstrukturen, das in jedem der 
aktiven Bereiche liegt und sich in einer Reihenrichtung 
erstreckt, so daB es jeden der akuven Bereiche krcuzt; 
einen Sourcebereich, der an einem der aktiven Berei- 
che auBerhalb der vielzahl von Wortleitungsstrukturen io 
ausgebildet ist; 

einen Drainbereich, der an einem der aktiven Bereiche 
zwischen der Vielzahl von Wortleitungsstrukturen aus- 
gebildet ist; 

ein selbstjustierter Kontaktpad, das ein erstes selbst- 15 
ausgerichtetes Kontaktpad, das in Kontakt mit dem 
Sourcebereich steht, ein zweites selbstjustiertes Kon- 
taktpad, das in Kontakt mit dem Drainbereich steht, 
und ein drittes selbstjustiertes Kontaktpad, das auf der 
Isolationsschicht ausgebildet ist, aufweist; und 20 
ein Bitleitung, die in einem Raum zwischen den Reihen 
ausgebildet ist, bei welchen die aktiven Bereiche aus- 
gebildet sind, so daB sie mit dem Drainbereich elek- 
trisch verbundcn ist und die Wortleitungsstrukturen 
kreuzt; 25 
wobei die Bitleitung sowohl das zweite selbstjustierte 
Kontaktpad, das in Kontakt mit dem Drainbereich ist, 
als auch das dritte selbstjustierte Kontaktpad, das zu 
der gleichen Spalte wie das zweite selbstjustierte Kon- 
taktpad, das in Kontakt mit dem Drainbereich ist, ge- 30 
hort, aber zu einer Reihe vor oder neben der Reihe ge- 
hort, zu welcher das zweite selbstjustierte Kontaktpad, 
das in Kontakt mit dem Drainbereich ist, gehort, 
gleichzeitig kontaktiert. 

39. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 35 
Anspruch 38, wobei einer der aktiven Bereiche, der zu 
einer ausgewahlten Reihe gehort, an einer Position an- 
geordnet ist, die eine Lttcke zwischen zwei benach bar- 
ten aktiven Bereichen der aktiven Bereiche korrespon- 
diert, die an einer Reihe neben der ausgewahlten Reihe 40 
plaziert ist. 

40. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 38, jede der Wortleitungsstrukturen auf- 
weist: 

eine Gate-Isolationsschicht, die auf dem Halbleitersub- 45 
strat ausgebildet ist; 

eine Leitungsschicht, die auf der Gate-Isolations- 
schicht ausgebildet ist; 

eine Abdeckchicht, die auf der Leitungsschicht ausge- 
bildet ist; 50 
isolierende Spacer an beiden Seiten der Abdeckschicht, 
der Leitungsschicht und der Gate-Isolationsschicht. 

41. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 39, die weiterhin eine Isolationsschicht auf- 
weist, die unter der Bitleitung ausgebildet ist. 55 

42. Integrierte Schaltungsspeichervorrichtung nach 
Anspruch 41, wobei das erste selbstjustierte Kontakt- 
pad, das zweite selbstjustierte Kontaktpad und das 
dritte selbstjustierte Kontaktpad sowohl in einer Rei- 
henrichtung durch die Wortleitungsstrukturen als auch 60 
in einer Spaltenrichtung durch die Isolationsschicht un- 
ter der Bitleitung voneinander isoliert sind. 

43. Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schal- 
tungsspeichervorrichtung, das folgende Schritte auf- 
weist: 65 
Ausbilden einer Isolationsschicht, um so eine Vielzahl 
von aktiven Bereichen zu bestimmen, die zueinander in 
einem vorbestimmten Abstand in Spalten und Reihen 
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auf einem Halbleitersubstrat angeordnet sind; 
Ausbilden einer Vielzahl von Wortleitungsstrukturen, 
die sich in einer Spaltenrichtung auf den aktiven Berei- 
chen und der Isolationsschicht erstrecken; 
Ausbilden eines Sourcebereichs und eines Drainbe- 
reichs durch Implantieren von Storstellen in den akti- 
ven Bereichen an jeder Seite jeder der Wortleitungs- 
strukturen; 

Ausbilden von Photorcsistmustern in den Reihen, in 
welchen die aktiven Bereiche ausgebildet sind; 
Aufrullen von Raumen zwischen den Photoresistmu- 
stern mit einer Niedrig-Temperatur-Oxidschicht; 
Entfernen der Photoresistmuster; und 
Ausbilden von selbstjustierten Kontaktpads, so daB sie 
die gleiche Hohe wie die Wortleitungsstrukturen in den 
Raumen in der Niedrig-Temperatur-Oxidschicht und 
den Raumen zwischen den Wortleitungsstrukturen auf- 
weisen. 

44. Verfahren nach Anspruch 43, wobei ein Paar von 
Wordeitungsstrukturen in jedem der aktiven Bereiche 
liegt und zum Kreuzen jeder der aktiven Bereiche an- 
geordnet ist. 

45. Verfahren nach Anspruch 44, wobei ein Ausbilden 
der Wortleitungsstrukturen die folgenden Schritte auf- 
weist: 

Ausbilden einer Gate-Isolationsschicht auf einem 
Halbleitersubstrat; 

Ausbilden einer Leitungsschicht auf der Gate-Isolati- 
onsschicht; 

Ausbilden einer Abdeckschicht auf der Leitungs- 
schicht; 

Mustem vorbestimmter Abschnitte der Abdeckschicht 
und der Leitungsschicht; und 

Ausbilden von isolierenden Spacern an jeder Seite der 
gemusterten Leitungsschicht und Abdeckschicht. 

46. Verfahren nach Anspruch 43, wobei ein Ausbilden 
der Photoresistmuster folgende Schritte aufweist: 
Beschichten des Halbleitersubstrats mit einer Photore- 
sistschicht; und 

Belichten und Entwickeln der Photoresistschicht, so 
daB die Photoresistschicht lediglich an den Reihen ub- 
rig bleibt, an denen die aktiven Bereiche ausgebildet 
worden sind. 

47. Verfahren nach Anspruch 43, wobei ein Aufrullen 
der Raume zwischen den Photoresistmustern mit der 
Niedrig-Temperatur-Oxidschicht folgende Schritte 
aufweist: 

Abscheiden einer Oxidschicht innerhalb eines niedri- 
gen Temperaturbereichs, um so keine Deformation der 
Photoresistmuster zu verursachen; und 
Auffullen von lediglich den Raumen zwischen den 
Photoresistmustern mit der Oxidschicht durch Riickat- 
zen der Oxidschicht bis die Oberflachen der Photore- 
sistmuster freigelegt sind. 

48. Verfahren nach Anspruch 47, wobei die Oxid- 
schicht bei einer Temperatur von 150-250°C abge- 
schieden wird. 

49. Verfahren nach Anspruch 43, wobei ein Ausbilden 
der selbstjustierten Kontaktpads folgende Schritte auf- 
weist: 

Abscheiden einer Leitungsschicht, um so die Raume 
zwischen der Niedrig-Temperatur-Oxidschicht ausrei- 
chend aufzufullen; und 

Chemisches und mechanisches Polieren der Leitungs- 
schicht und der Niedrig-Temperatur-Oxidschicht, um 
so die Oberflachen der Wortleitungsstrukturen freizule- 
gen. 

50. Verfahren nach Anspruch 43, das nach einem Aus- 
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bilden der selbstjustierten Kontaktpads femer folgende 
Schritte aufweist: 

Abscheiden einer Zwischenisolationsschicht auf dem 
Halbleitersubstrat; 

Ausbilden eines Kontaktlochs durch Atzen der Zwi- 5 
schenisolationsschicht, so daB das selbstjustierte Kon- 
taktpad, das in Kontakt mit dem Drainbereich ist, und 
das selbstjustierte Kontaktpad, das auf der Isolations- 
schicht ausgcbildet ist und zu der gleichen Spalte wie 
das selbstausgerichtete Kontaktpad, das mit dem to 
Drainbereich in Kontakt ist, aber zu einer Reihe vor 
oder neben der Reihe gehort, zu welcher das selbstju- 
stierte Kontaktpad, das in Kontakt mit dem Drainbe- 
reich steht, gehort, gleichzeitig freigelegt sind; und 
Ausbilden einer Bitleitung auf der Zwischenisolations- 15 
schicht, um so sowohl mit dem festausgerichteten Kon- 
taktpad, das mit den freigelegten Drainbereich in Kon- 
takt ist, als auch den selbstausgerichteten Kontaktpad, 
das auf der Isolationsschicht ausgebildet ist, kontaktiert 
zu sein. 20 
5 1 . Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schal- 
tungsspeichervorrichtung, das folgende Schritte auf- 
weist: 

Ausbilden einer Isolationsschicht, um so cine Vielzahl 
von aktivcn Bereichen zu bestimmen, die in einem vor- 25 
bestimmten Abstand zueinander in Spalten und Reihen 
auf einem Halbleitersubstrat angeordnet sind; 
Ausbilden einer Vielzahl von Wortleitungsstrukturen, 
die sich in einer Spaltenrichtung auf den aktiven Berei- 
chen und der Isolationsschicht erstrecken; 30 
Ausbilden eines Sourcebereichs und eines Drainbe- 
reichs durch Implantieren von Storstellen in den akti- 
ven Bereichen an jeder Seite jeder der Wortleitungs- 
strukturen; 

Ausbilden von Photoresistmustern bei den Reihen, in 35 
welchen die aktiven Bereiche ausgebildet sind; 
Auffullen von Raumen zwischen den Photoresistmu- 
stern mit einer Niedrig-Temperatur-Oxidschicht; 
Entferaen der Photoresistmuster; 

Ausbilden von selbstjustierten Kontaktpads, die die 40 
gleiche Hone wie die Wortleitungsstrukturen in den 
Raumen in der Niedrig-Temperatur-Oxidschicht und 
den Raumen zwischen den Wortleitungsstrukturen auf- 
weisen; 

Abscheiden einer Zwischenisolationsschicht auf dem 45 
Halbleitersubstrat; 

Ausbilden eines Kontaktlochs durch Atzen der Zwi- 
schenisolationsschicht, dass das selbstjustierte Kon- 
taktpad, das in Kontakt mit dem Drainbereich ist, und 
das selbstjustierte Kontaktpad, das auf der Isolations- 50 
schicht ausgebildet ist und zu der gleichen Spalte wie 
das selbstausgerichtete Kontaktpad, das mit dem 
Drainbereich in Kontakt ist, aber zu einer Reihe vor 
oder neben der Reihe gehort, zu welcher das selbstju- 
stierte Kontaktpad, das in Kontakt mit dem Drainbe- 55 
reich steht, gehort, gleichzeitig freigelegt sind; und 
Ausbilden einer Bitleitung auf der Zwischenisolations- 
schicht, um so sowohl mit dem festausgerichteten Kon- 
taktpad, das mit den freigelegten Drainbereich in Kon- 
takt ist, als auch den selbstausgerichteten Kontaktpad, 60 
das auf der Isolationsschicht ausgebildet ist, kontaktiert 
zu sein; 

wobei ein Auffullen der Raume zwischen den Photore- 
sistmustern mit der Niedrig-Temperatur-Oxidschicht 
folgende Schritte aufweist: 65 
Abscheiden einer Oxidschicht innerhalb eines niedri- 
gen Temperaturbereichs, um so keine Deformation der 
Photoresistmuster zu verursachen; und 
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Auffullen von lediglich den Raumen zwischen den 
Photoresistmustern mit der Oxidschicht durch Ruckat- 
zen der Oxidschicht bis die Oberflachen der Photore- 
sistmuster freigelegt sind. 

52. Verfahren nach Anspruch 51, wobei ein Paar von 
Wortleitungsstrukturen in jedem der aktiven Bereiche 
liegt und zum Kreuzen der aktiven Bereiche angeord- 
net ist. 

53. Verfahren nach Anspruch 52, wobei ein Ausbilden 
der Wortleitungsstrukturen die folgenden Schritte auf- 
weist: 

Ausbilden einer Gate-Isolationsschicht auf einem 
Halbleitersubstrat; 

Ausbilden einer Leitungsschicht auf der Gate-Isolati- 
onsschicht; 

Ausbilden einer Abdeckschicht auf der Leitungs- 
schicht; 

Mu stern vorbestimmter Abschnitte der Abdeckschicht 
und der Leitungsschicht; und 

Ausbilden von isolierenden Spacern an jeder Seite der 
gemusterten Leitungsschicht und Abdeckschicht. 

54. Verfahren nach Anspruch 51, wobei ein Ausbilden 
der Photoresistmuster folgende Schritte aufweist: 
Abscheiden einer Photoresistschicht auf dem Halblei- 
tersubstrat; und 

Belichten und Entwickeln der Photoresistschicht, so 
daB die Photoresistschicht lediglich an den Reihen iib- 
rig bieibt, an denen die aktiven Bereiche ausgebildet 
worden sind. 

55. Verfahren nach Anspruch 51, wobei die Oxid- 
schicht bei einer Temperatur von 150-250°C abge- 
schieden wird. 

56. Verfahren nach Anspruch 51, wobei ein Ausbilden 
der selbstjustierten Kontaktpads folgende Schritte auf- 
weist: 

Abscheiden einer Leitungsschicht, um so die Raume 
zwischen der Niedrig-Temperatur-Oxidschicht ausrei- 
chend aufzufullen; und 

Chemisches und mechanisches Polieren der Leitungs- 
schicht und der Niedrig-Temperatur-Oxidschicht, um 
so die Oberflachen der Wortleitungsstrukturen freizulc- 
gen. 
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